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[はじめに] 太陽光発電システムの発電量が短期間で大幅に低下する Potential Induced Degradation 

(PID)は、モジュール表面のカバーガラスからセルへドリフトする Naが、セル内の積層欠陥に侵

入し不純物準位を形成するとともにシャント抵抗の低下を引き起こすことが主要因と報告されて

いる。しかし、Naなどの不純物が SiNxから Siの中へどのように侵入するのか、また侵入した Na

が I-V特性にどのような影響を与えるかはいまだに分かっていない。このため、本研究では SiNx

が PIDに及ぼす影響について検証した。 

[実験方法] PID試験に使用した結晶 Si太陽電池モジュールは白板強化ガラス/EVA/セル/EVA/バッ

クシートを積層しラミネートを行うことにより作製した。SiNxがないモジュールは、セル作製の

際に SiNxを形成しないセルを使用したものと市販のセルから SiNxを除去したものの 2種類を用い

た。さらに、SiNxがないセル表面に NaCl 水溶液を滴下後、ガラスなしモジュールを作製して PID

試験を行った。PID試験は、モジュールのカバーガラス表面上に導電性フィルムと Al板を密着さ

せ、Al板から Siセルに対して-2000 Vの電圧を印加することにより行った。PID 試験前後の J-V

特性を評価した。 

[結果と考察] Fig. 1に SiNxありモジュールと SiNxなしモジュールの PID試験前後の J-V特性を示

す。SiNxなしモジュールでは、2週間の PID試験を行っても劣化していないことが分かった。ま

た、SiNxがもともとないセルと市販のセルから SiNxを除去したセルのいずれにおいても PIDが起

こらなかったことから、SiNx形成時に欠陥が作られたとしても、その欠陥は PID に寄与していな

いことが示唆される。Fig. 2に SiNx表面に NaCl水溶液を滴下したモジュールの PID試験前後の

Dark I-V特性を示す。Fig. 2から 30日間電圧を印加し続けても劣化していないことがわかる。PID

が起きない理由として、SiNxがないセルではガラス中に含まれる不純物やセル表面の不純物が pn

接合部まで入らないことが考えられる。このため、SiNxに電界がかかることが PIDを引き起こす

本質的な要因であることが示唆される。 

 

 

 

       

            

            

            

 

            

            

            

                                                                     Fig. 2 Dark J-V characteristics before 

Fig. 1 Photo J-V characteristics before and after PID test for standard module (a)         and after PID test for the module 

and module using cell without SiNx (b).                                          using cell without SiNx. 
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